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a) Die Elementarzelle
eines Quarzkristails.

b} Vereinfachte
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Materialtyp PIC PIC PIC PIC
151 255 155 153
Parameter I
Pysikalische und dielekirische Eigenschaften
Dichte (g/lem?) 7,80 7,80 7,80 7,60
Curie-Temperatur k. (°C) 250 350 345 185
relative Permittivitdts- In Polungsichiung &3 /6s 2400 1750 1450 4200
zahl e en'ley 1980 1650 1400
dielekirischer Verlustfakior tand (107 20 20 20 30
Elekfromechanische Eigenschafien
ko 0,62 0,62 0,62 0,62
ke 0,53 0,47 0,48
Kopplungsfaktor k31 0,38 0,35 0,35
k33 0,69 0,69 0,69
Kis 0.66
piezoelekirische Ladungs- ds -210 -180 -165
konstante dss 0 ¢ N 500 400 360 600
dis 550
piezoelekirische Spannungs- g 00 V) -11,5 -11,3 -12,9
konstante g 22 25 27 16
Akustomechanische Eigenschafien
Frequenzkonstante Ne 1950 2000 1960 1960
N 1500 1420 1500
(Hzm)
Na 1750 1780
N 1950 2000 1990 1960
elastische Nachgiebigkeits- SnE (1072 miNy 15,0 16,1 15,6
konstante Sos® 19,0 20,7 19.7
elastische Steifigkeitskonstante Cu® 10"°Nm?) 10,0 1)
mechanischer Gitefaktor am 100 80 80 50
Temperaturstabilitat
Temperaturkoeffizient von &'y K £33 (X107/K) 6 4 6 5
(im Bereich -20°C bis +125°C)
Zeitstabilitat (relative Anderung des Parameters pro Zeitdekade in %)
relative Dielekrizitatszahl Ce %) -1,0 -20
Kopplungsfaktor Ck -1,0 -2,0
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unipolare Transistoren

MOS-FET Sperrschicht-FET
p-Kanal n-Kanal p-Kanal n-Kanal
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Typ. transfer characteristics Ip = f(Vzg)

parameter: &, = 80 ys
Vbs22 x Ip x RDS(on)max
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